
Секція 3. Радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство. 
 

Детектор ядерних випромінювань на основі перспективного 
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Наведені характеристики детектора ядерних випромінювань на основі Si1-xGex, як 
перша спроба практичного застосування цього перспективного напівпровідникового 
матеріалу.  
 
Тривалість доповіді 10хв. 
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